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Tecnologia del silicio cristalino
domina hoy, pero otras
alternativas estan entrando en
el mercado
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Distribucidon del mercado fotovoltaico
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- Evolution of global cumulative installed capacity 2000-2011 (MW)

El mercado actual se sustenta en apoyo
publico, principalmente en Europay en
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Produccion de células solares
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El efecto fotovoltaico
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« Los fotones son absorbidos por el semiconductor, transfiriendo su energia a
los electrones
« Contactos apropiados aseguran la entrega de los electrones al circuito

externo
... * Los electrones pierden su energia realizando un trabajo, y posteriormente
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L a cadena de valor del silicio cristalino
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Purificacion a Corte obleas

polisilicio Cristalizacion

Fabric. células solares Encapsulado modulos

Implementacion del sistema
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Instalaciones aisladas
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Edificios conectados a la red
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Plantas fotovoltaicas
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Necesidades de superficie

Consumo eléctrico en Espaiia al afio: 270 TWh
Produccidn eléctrica fotovoltaica al ano: 120 kWh/m?2

Necesidades de superficie fotovoltaica de una ciudad de un millén de
habitantes: un cuadrado de 7 x 7 km2

Necesidades de superficie para cubrir las necesidades electricas de
Espafa: 0,5% de su superficie (cuadrado de 47 x 47 km?2)

necesidades eléctricas mundiales = cuadrado de 380 km x 380 km




Tiempo de recuperacion energética

Energy Pay Back Time (EPBT): tiempo
gue el sistema fotovoltaico necesita

para producir la energia que se invirtio
en su fabricacion.
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Energia invertida

on-roof installation in Scuthern Europe

1700 kWh/m2.yrirradiation on optimally-inclined modules

Energia producida en un afo
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estimate
mono multi CdTe pm-Si CIGS
2008 2009 2010 2012e 2010
\3'[ 14.4% 14.1% ] 11.3% 10.0% 11.0%
210-960 MWp| 120 MWp 20 MWp

poly -5 hiydnopovwer
waler/celfmodule: UCTE electridty
% total area module efficiencies
ecaolnvent 2.2 database

20 August 2011
mariska@smangreensans.nl

Source: de Wild-Scholten, 26" European PVSEC, 2011



Coste

Curva aprendizaje moédulo FV
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Descenso continuado del coste del
Wp, acercandose a la competitividad
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Coste (2)

Sistema fotovoltaico (100 kW)
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La mayor parte de los mercados europeos pueden alcanzar la
competitividad antes de 2020, en un escenario de “mercado maduro”
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Energia solar fotovoltaica: estrategias de futuro
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Tecnologias de silicio cristalino avanzadas

HIT:. Heterojunction with Intrinsic Thin layer (Sanyo)

Screen printed

TCO contacts » Combina silicio cristalino con

/ capas de silicio amorfo
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Estrategias de bajo coste: capas delgadas

Gran parte de laluz se absorbe en unas pocas micras: posibilidad
de AHORRO de material

Fabricacion directa del modulo FV: las capas se depositan e
interconectan sobre el sustrato (el propio vidrio, tipicamente)
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Capas delgadas: CIS y CdTe
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CdTe
Modulo comercial n=12 % n=10 %
Célula de laboratorio 7=20 % n=17 %
Ventajas Altas eficiencias Costes menores
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Estrategias de alta eficiencia: Concentracion

*EI efecto fotovoltaico
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Alta concentracion con células de GaAs
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Alta concentracion con células de tercera
generacion

e Células tandem
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Bandgaps

Limite tedrico: n=86,3%
Células de tres uniones

Eficiencias comerciales
del 42%




Alta concentracion con células de tercera

, generacion
e Célula solar de banda intermedia
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Conclusiones

sLa tecnologia de silicio domina hoy la industria
fotovoltaica

sLos fabricantes eligen la estructura del dispositivo
como compromiso entre la eficiencia de conversion y
los costes de fabricacion

*Con la tecnologia actual, la energia invertida en la
fabricacion de un sistema FV se puede recuperar en
menos de dos anos en el sur de Europa

*Se estan investigando nuevos conceptos que pueden
reducir de forma significativa el coste de la tecnologia

sLa energia solar fotovoltaica alcanzara la
competitividad en pocos afnos
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